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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，所述半導體裝置包括：
堆疊結構，所述堆疊結構包括交替堆疊的多個層間絕緣層和多個閘極導電層；

通道插塞，所述通道插塞至少部分地穿過單元區域之上的所述堆疊結構；以及

多個支撐結構，所述多個支撐結構至少部分地穿過接觸區域之上的所述堆疊結構，所述

多個支撐結構包括線型的第一支撐結構和孔型的第二支撐結構；以及

輔助支撐結構，所述輔助支撐結構形成在所述接觸區域之上的所述堆疊結構、所述第一

支撐結構和所述第二支撐結構之上，

其中，所述輔助支撐結構包括多個開口區域，

其中，所述多個開口區域在第一方向上彼此間隔開，並且

其中，所述第一支撐結構與在所述第一方向上彼此間隔開的至少兩個開口區域重疊。

2.　根據請求項 1所述的半導體裝置，其中，所述多個開口區域具有擋板結構。
3.　根據請求項 2所述的半導體裝置，其中，所述多個開口區域被佈置成矩陣結構。
4.　根據請求項 1所述的半導體裝置，其中，所述輔助支撐結構具有網狀結構。
5.　根據請求項 1所述的半導體裝置，所述半導體裝置還包括：
線形的垂直結構，所述垂直結構在所述單元區域的中心部分處穿過所述堆疊結構的上部

分。

6.　根據請求項 5所述的半導體裝置，其中，所述輔助支撐結構延伸到所述單元區域，並且
具有與所述垂直結構重疊的開口區域以曝露所述垂直結構的一部分。

7.　根據請求項 5所述的半導體裝置，其中，所述垂直結構穿過所述多個閘極導電層中的作
為汲極選擇線的至少一個閘極導電層。

8.　一種半導體裝置，所述半導體裝置包括：
堆疊結構，所述堆疊結構包括交替堆疊的多個層間絕緣層和多個閘極導電層；
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第一通道插塞和第二通道插塞，所述第一通道插塞和所述第二通道插塞通過垂直地穿過

所述堆疊結構的一部分或全部而形成在單元區域之上；

多個支撐結構，所述多個支撐結構藉由垂直地穿過所述堆疊結構的一部分或全部而形成

在接觸區域之上；以及

輔助支撐結構，所述輔助支撐結構設置在所述堆疊結構和所述多個支撐結構之上，

其中，所述多個支撐結構包括線型的第一支撐結構，

其中，所述輔助支撐結構包括在第一方向上彼此間隔開的多個開口區域，並且

其中，所述第一支撐結構與在所述第一方向上彼此間隔開的至少兩個開口區域重疊。

9.　根據請求項 8所述的半導體裝置，其中，所述多個支撐結構還包括孔型的第二支撐結
構。

10.   根據請求項 8所述的半導體裝置，其中，所述輔助支撐結構形成為網狀結構。
11.   根據請求項 10所述的半導體裝置，其中，所述多個開口區域中的每一個具有擋板結構。
12.   根據請求項 8所述的半導體裝置，所述半導體裝置還包括：

線形的垂直結構，所述垂直結構在所述單元區域的中心部分處穿過所述堆疊結構的上部

分。

13.   根據請求項 12所述的半導體裝置，其中，所述開口區域曝露所述垂直結構。
14.   一種製造半導體裝置的方法，所述方法包括以下步驟：

形成堆疊結構，在所述堆疊結構中，多個層間絕緣層和多個犧牲層交替地堆疊在包括單

元區域和接觸區域的基板之上；

蝕刻所述接觸區域之上的所述堆疊結構以一起形成用於形成穿過所述堆疊結構的一部分

或全部的接觸插塞的第一孔、用於形成第一支撐結構的溝槽和用於形成第二支撐結構的

第二孔；

通過用屏障層和導電層填充所述第一孔來形成接觸插塞；

用所述屏障層和所述導電層填充所述溝槽和所述第二孔；

在所述堆疊結構之上形成輔助支撐結構，所述輔助支撐結構包括與所述溝槽的一部分和

所述第二孔的一部分重疊的多個開口區域；

移除保留在通過所述輔助支撐結構的所述多個開口區域曝露的所述溝槽和所述第二孔中

的所述屏障層和所述導電層；以及

通過用絕緣層填充所述溝槽和所述第二孔來形成所述第一支撐結構和所述第二支撐結構。

15.   根據請求項 14所述的方法，其中，形成所述輔助支撐結構的步驟包括將所述輔助支撐結
構形成為使得所述多個開口區域中的每一個具有擋板結構。

16.   根據請求項 14所述的方法，其中，形成所述輔助支撐結構的步驟包括將所述輔助支撐結
構形成為使得所述輔助支撐結構在所述單元區域之上的所述堆疊結構上方延伸以曝露所

述單元區域的一部分。

17.   根據請求項 16所述的方法，所述方法還包括在移除保留在所述溝槽和所述第二孔中的所
述屏障層和所述導電層之前：

通過部分地蝕刻穿過所述輔助支撐結構曝露的所述單元區域之上的所述堆疊結構的上端

來形成狹縫。

18.   根據請求項 17所述的方法，其中，在形成所述第一支撐結構和所述第二支撐結構時，將
所述絕緣層填充在所述狹縫中以形成垂直結構。

19.   根據請求項 14所述的方法，其中，所述第一支撐結構形成為線形，並且所述第一支撐結
構中的每一個的寬度彼此不同。

圖式簡單說明

[圖 1A和圖 1B]是示意性地示出根據本揭示內容的實施方式的半導體裝置的方塊圖。

(2)
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[圖 2]是示意性地示出周圍電路結構的橫截面圖。
[圖 3A、圖 3B、圖 3C和圖 3D]是根據本揭示內容的實施方式的半導體裝置的平面圖和橫

截面圖。

[圖 4、圖 5A、圖 5B、圖 6A、圖 6B、圖 7、圖 8A、圖 8B、圖 9、圖 10A、圖 10B和圖
11]是示出根據本揭示內容的實施方式的製造半導體裝置的方法的橫截面圖和平面圖。

[圖 12A和圖 12B]是示出根據本揭示內容的另一實施方式的半導體裝置的平面圖。
[圖 13]是示出根據本揭示內容的實施方式的包括在半導體裝置中的記憶體區塊的圖示。
[圖 14]是示出根據本揭示內容的實施方式的記憶體系統的配置的方塊圖。
圖 15]是示出根據本揭示內容的實施方式的記憶體系統的配置的方塊圖。
[圖 16]是示出根據本揭示內容的實施方式的計算系統的配置的方塊圖。
[圖 17]是示出根據本揭示內容的實施方式的計算系統的方塊圖。
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